
Обозначение MOSFET (ДМОП) в корпусе с приемкой "1"

An X XX X XX L X
SXX

ОАО "Ангстрем"

Тип металлопластмассового
корпуса

U - TO-251
D - TO-252
P - TO-220
B - TO-263
R - TO-247

- металлокерамические
корпуса (индекс на)
последнем месте)

Максимальный
ток, А

N-channal
P-channal

Максимальное
напряжение, В / 10

Для транзисторов с
логическим

управлением

Z -стабилитрон

Тип металлокерамического
корпуса

S02 - SMD-0,2
S05 - SMD-0,5
S10 - SMD-1
S20 - SMD-2

- корпуса типа КТ-28А, КТ-43А
или КТ-105, а также
металлопластмассовые корпуса
(индекс на втором месте)

Обозначение IGBT ( БТИЗ ) и FRD  (БВД) с приемкой "1"

An X
XX

XXX
XX

ОАО "Ангстрем"

Тип металлопластмассового
корпуса

U - TO-251
D - TO-252
P - TO-220
B - TO-263
R - TO-247

Максимальный
ток, А

IGB

FRD

Максимальное
напряжение, В / 100

Примеры: AnB7N60 - MOSFET N-канальный, 7А, 600В, корпус TO-263
An10N70S10 - MOSFET N-канальный, 10А, 700В, корпус SMD-1
AnR75IGB12 - IGBT, 75A, 1200В, корпус ТО-247
An50FRD17 - FRD, 50A, 1700В
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